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Szerokopasmowy mikrofon piezoelektryczny
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Przedmiotem wynalazku jest szerokopasmowy
mikrofon piezoelektryczny, przeznaczony do po-
miaru fal akustycznych, ultradZwigekowych i hy-

perdzwiekowych, wytwarzanych w gazach, cie-
czach i cialach stalych.
Mikrofon uzywany jest do pomiaru ci$nienia

.akustycznego fali i w zwigzku z tym jego wy-
miary powinny byé male w stosunku do dlugosci
fali, gdyz tylko wtedy napiecie elektryczne po-
‘wstajagce w mikrofonie jest proporcjonalne do
ci$nienia akustycznego i nie zalezy od czestotli-
wosci padajgce fali.

Warunek ten jest trudny do spelnienia w przy-
padku fal ultradzwiekowych o czestotliwo$ci wyz-
szej od 200 kHz, rozchodzacych sie w gazie lub
cieczy. W tym przypadku najkorzystniejszym roz-
wigzaniem jest zastosowanie mikrofonu plaskiego
o elemencie piezoelektrycznym wykonanym z cien-
kiej plytki piezoelektrycznej, ustawionej prosto-
padle do kierunku rozchodzenia sie fali. Taki mi-
krofon ma pilaskg charakterystyke skutecznoSci
zalezng od grubosci elementu. Czestotliwo§é gra-
niczng oblicza sie ze wzoru

fr=g [1]
.gdzie
f; = czestotliwo$§é graniczna
v = szybko§¢é rozchodzenia sie fali aku-

stycznej w oSrodku
x = grubo$é elementu piezoelekirycznego
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Tak obliczana czestotliwo$é graniczna odpowiada
rezonansowi grubo$ciowemu piytki piezoelektrycz-
nej. Jednakze, ze wzgledu na ograniczone mozli-
woSci wykonania plytki odpowiednio cienkiej, za-
kres charakterystyki skuteczno$ci obecnie znanych
mikrofon6w jest ograniczony od gory.

Celem wynalazku jest rozszerzenie zakresu cha-
rakterystyki skuteczno$ci mikrofonu na wyzsze
czestotliwosci.

Cel ten osiagnieto przez wykorzystanie cienkich
warstw Kkrysztalu piezoelektrycznego poéiprzewod-
nikowego.

Istota wynalazku polega na tym, ze cienky war-
stwa krysztalu jest warstwa piezoelektryka poéi-
przewodzacego trwale polaczona 2z podstawg
stozka wykonanego z materialu nieprzewodzacego,
dzieki czemu wytwarza ona napiecie na elektro-
dach pod wplywem padajgcej fali akustycznej.

Przykilad wykonania szerokopasmowego mikro-
fonu piezoelektrycznego wedlug wynalazku zo-
stanie ombéwiony w oparciu o rysunek, gdzie fig. 1
przedstawia charakterystyke skuteczno$ci mikro-
fonu, a fig. 2 przedstawia przekr6j przez mikrofon.

Jedng elektrode mikrofonu wedlug wynalazku
stanowi monokrysztal po6iprzewodnika przyciety
w formie stozka 3 zwrdconego podstawag w Kkie-
runku padajgcej fali akustycznej. Ksztalt taki na-
dawany jest dlatego, ze wtedy najkorzystniej
przebiega wyttumienie fali, ktoéra przeszia przez
warstwe piezoelektryka 2.



59234

3

Druga elektrodg mikrofonu jest cienka warstwa
metaliczna 1 nalozona na warstwe piezoelektry-
ka 2 lub warstwe poéiprzewodnika pozbawionego
noéniké6w pradu przez dyfuzje obcych jondéw, a to
w tym celu by zmniejszy¢ jego przewodno$é elek-
tryczng. Cienka warstwa piezoelektryka 2 napy-
lona lub otrzymana na drodze dyfuzji nalozona
jest na podstawe stozka 3. Grubo$é¢ tej warstwy
moze zmieniaé sie od kilku Angstreméw do kilku
mikrometréw. Najkorzystniejszymi  materiatlami
potprzewodnikowymi do wykonania stozka 3 sa
siarczek kadmu CdS, selenek kadmu Cd Se, tle-
nek cynkowy Zn O itp.

Mikrofon wedlug wynalazku ma opisane powy-
zej elektrody umieszczone wewnatrz obudowy 4
wykonanej z materialu izolacyjnego, najkorzyst-
niej z policzterofluoroetylenu (nazwa handlowa
teflon). Do wyjscia mikrofonu dolgczony jest kabel
wspoblosiowy.

Odmiang szerokopasmowego mikrofonu piezo-
elektrycznego jest mikrofon wykonany w ten spo-
sob, ze stozek 3 wykonany jest z monokrysztatu
nieprzewodzacego, a na jego podstawie napylona

a8

10

15

20

4

jest dodatkowo warstwa metalu przewodzgcego,
spelniajgca takag samg role jak elektroda stozko-
wa w rozwigzaniu podstawowym. Na te dodatko-
wa warstwe nalozono warstwe epitaksjalng piezo-
elektryczng o duzej opornos$ci wlasciwej. Zaletg
konstrukcji mikrofonu szerokopasmowego wedtug
wynalazku jest to, Ze przez uzycie tych samych
materialdw na stozek 3 i warstwe piezoelektryka 2
osigga sie dopasowanie oporno$ci akustycznej war-
stwy piezoelektryka do oporno$ci akustycznej
stozka 3.

Zastrzezenie patentowe

Szerokopasmowy mikrofon piezoelektryczny do
pomiaru fal akustycznych, ultradzwiekowych i hy-
perdzwiekowych zawierajgcy element piezoelek-
tryczny ustawiony prostopadle do kierunku roz-
chodzenia sie fali, znamienny tym, Ze element pie-
zoelektryczny stanowi cienka warstwa piezoelek-
tryka (2) trwale polgczona z podstawg stozka (3)
wykonanego z materialu nieprzewodzgcego lub
o bardzo malej przewodno$ci wiasciwej.
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